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Telefunken Transistor BUV94 Datasheet

BUV 94 - BUV 95

Silizium-NPN-Leistungstransistoren

Anwendungen: Schaltnetzteile

Besondere Merkmale:
@ In Dreifachdiffusions-Technik & Kurze Schaltzeit
& Glaspassivierung & Verustleistung 15 'W

@ Hoha Sperrspannung

Abmessungen in mm
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Mormgehause
34 A 3 DIN 41869
JEDEC TO 202

Gewicht max. 1.8 g
Kollektor mit Montagefliche verbunden

Absolute Grenzdaten BUV 94 BUY 85

Kallektor-Emitter-Sperrspannung Uegn 400 450 v
Upgs 800 1000 v
Emitter-Basis-Sparrspannung Urgo 5 v
Kaollektorstrom I 2 &
Kollektorspitzenstrom lewm 3 A
Basisstrom I 1 A
—ta 1 A

Gesamtverlustleistung
Teasa = 25°C Py 15 W
Spermrschichttemperatur T 150 c
Lagerungstemperaturbereich Tatg -65..+150 G
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Warmewiderstande Min. Typ. Max.
Sperschicht-Umgebung Riran BO KW
Sperrschicht-Gehiduse Riruc 8.3 KW

KenngraBen

Tease = 25 °C, falls nicht anders angegeben
Kollektorreststrom

Usg= BODYV — BUVS4 feex 200 i

Uee = 1000V BUV S5 lees 200 ph
T = 125°C,

Uge= 800V BUV 94 foas 1.5 mA

Use = 1000V BUV G5 lect 1.5 mA

Kaollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Iz =100 mA, Lz = 125 mH

BUV 94 Uisrscea 400 v
BUV 95 Uiamcea " 450 )
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
I =1 mA Uipriero 5 v
Kollektor-Sattigungsspannung
fe. = 300 mA, Iy = 30 mA Ueegat 0.8 W
o= 1A Ilg=02A LeEaat 1.0 W
Basis-Sattigungsspannung
fo=1A lg=02A Ut 1.1 W

Kaollektor-Basis-Gleichstromverhadltnis
Ueg =5V, I = 10 mA

Mg 15
Transitfrequenz
Upee =10V, lp = 200 mA, f = 1 MHz fr 12 MHz
Schaltzeiten

Ip= 1 A, lgy = 200 MA, =lgs = 400 MA, Ty = 25 °C
Speicherzeit Iy a5 pE
Abfallzeit 1 0.4 I3

Ty
| =001 =01ms
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